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      چکیده
رلایهبر روی زی ول و دی اتانول امین،پروپان -2هیدرات، با استفاده از زینک استات دی ،ژل-روش سلگیری بکار های نازک اکسیدروی بافیلم

روش بیناب نمائی نوری  کس،ش سنج اشعه ایهای تهیه شده، با استفاده از پرالمخواص اپتیکی و ساختاری فی اند.ای تهیه شدههای شیشه

 مرئی  در محدوده ،تحت این شرایط ی تهیه شدههایلمف. رفته استگالعه قرار طم دمور و بررسی های میکروسکوپی الکترونی مرئی -فرابنفش

 های تهیه شده دریلمفضخامت  .دشویه مدید نانومتر 380فش تیزی در حوالی فرابن طول موج قطعیک  بوده و شفاف نانومتر 400 بالای

افزایش طول موج کاهش با  ا،هیب شکست فیلممطالعه، مانند ضر اپتیکی فیلم های نازک مورد هاید. ثابتشباینانومتر م 390تا 250محدوده

  .یابندیم
  

 سنج، فرابنفش، ضریب شکست.ژل، پراش-سل کلید واژه:
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 مقدمه
 با ی پهنزبین ترافاصله  دارای ،اکسید رویهای فیلم 

یک  عنوانه ببالا در محدوده مرئی بوده و  اپتیکی شفافیت

 اپتو ونیکی والکتر هایی گسترش دستگاهبرا ماده مفید

فته ربکار  یهاشیشه ،[1] نیکی مانند رساناهای شفافالکتر

حسگرهای  ،[2] های خورشیدی سیلیکونساخت سلول در

 SAW[4])(یهای موج آکوستیکی سطحدستگاه ،[3] گازی

 روند.... بکار می و

 واسطه خواص الکتریکی وبروی  های نازک اکسیدفیلم 

 ها در محیط پایداری خوب آن مچنین به دلیلو هاپتیکی 

ای در صنعت دارای جایگاه ویژه ،پلاسمای هیدروژن

 .[5]الکترونیک و اپتوالکترونیک هستند 

های نازک مختلف رسوب گذاری فیلمهای از میان روش 

امکان تهیه یک لایه  ژل -یند سل، فرآ[6-8]اکسید روی 

 هایی کاربردرا برانشانی کوچک، کم هزینه و شفافیت بالا 

     سازد.تکنولوژیکی فراهم می 

    هامواد و روش

 تجربی بخش -

زینک استات دی برای تهیه محلول لایه نشانی از 

هیدرات
3 2 2

[Zn(CH COO ).2H O](ZAD)،2- ودی  پروپانول

])([اتانول امین 222 OHCHCHHN)(DEA عنوانبترتیب ب 

 ZADتدااب استفاده شده است.و پایدار ساز حلال  ماده اولیه،

به  DEAسپسو ریخته شده  پروپانول -2بتدریج در داخل 

حاصل به مدت  محلول .شودآرامی به آن افزوده می

 گراد گرم شده و سپسدرجه سانتی 60ساعت و در دمای 1

 چند قطره زایش ماندگاری و شفافیت محلول،به منظور اف

  د.شوو بار یونیزه شده به آن افزوده میآب مقطر د

و بوده یک محلول شفاف و همگن بصورت  ،حاصلماده 

 باشد.آماده لایه نشانی می

های ا غوطه ور کردن زیرلایهفیلم های نازک اکسید روی ب 

ور کامل تمیز بط که قبلا با استفاده از مواد شوینده ،ایشیشه

در داخل محلول پوشش و با سرعت  اند،شده

 30ت به مد سپس نگهداری آنها ،min/cm8یکنواخت

فیلم های بدست آمده  شوند.دقیقه در دمای اتاق تهیه می

بصورت فیلم خیس بوده که به منظور از بین بردن مواد 

لایه فوق بر روی زیر مراحلمکن است در طی اضافی که م

دقیقه در  30دت و به م C100در دمای  ها نشسته باشند،

یند فوق به منظور بدست فرآ شوند.داخل کوره خشک می

 تکرار می شود. آوردن ضخامت معلومی از فیلم ها

در  .باشدبار می 9 تعداد دفعات غوطه وری در این تحقیق، 

 های تهیه شده، درنهایت به منظور متراکم کردن فیلم 

تحت عملیات  ،گراددرجه سانتی 500تا  200دماهای 

 گیرند.می گرمایشی قرار

ش سنج پرا های نازک تهیه شده با استفاده از فیلم  ساختار 

ازک ای ناند. تراگسیل اپتیکی فیلم هاشعه ایکس، آنالیز شده

با استفاده از اسپکتروفوتومتر در ناحیه  ،تهیه شده

)(مرئی VisdibleUV ،  002-900یهاطول موجبین 

  بررسی شده اند. نانومتر

های سطح مقطع این فیلم ها نیز با استفاده از بررسی

ر اند. همچنین مقادیمطالعه شده میکروسکوپی الکترونی

 ها نیز باها مانند ضریب شکست آنفیلم اپتیکی ثوابت

ی ازه گیرآنها اند های تراگسیل اپتیکیاستفاده از طیف

 اند.شده

 بحثنتایج و 
هیه مربوط به فیلم نازک تاشعه ایکس  الگوی پراش ،1شکل 

ی بار لایه نشان 9درجه و تعداد  400)که در دمای  شده

  دهد.را نشان می بدست آمده(

 ، پیک خاصی دردلیل نازک بودن فیلم های تهیه شدهه ب

 ودشییکس گرفته شده از نمونه دیده نمالگوی پراش اشعه ا

 باشد. میآن که به معنای آمورف بودن 
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 اشعه ایکس فیلم نازک تهیه شده الگوی پراش :1شکل

 
 

 فیلم نازک اکسید بدست آمده از تراگسیل اپتیکیطیف  

ل در شک نانومتر، 900تا  200در محدوده طول موجی  ،روی

 شود.دیده می 2

یک  های الکترومغناطیسی بافیلم در ناحیه مرئی طیف این

یک  درصد شفاف بوده و 85میانگین تراگسیلندگی بالای 

ومتر که نان 380طول موج قطع فرابنفشی نیز تقریبا در حوالی 

 قابل مشاهده است. باشد،میوابسته به دمای بازپخت 

ر ، داین طیف تراگسیلامت فیلم مورد نظر با استفاده ازضخ

 باشد.نانومتر می 358حدود 

)(2ترسیم ،3شکل hبرحسب راh دهد که نشان می

انرژی فوتون فرودی ، hضریب جذب اپتیکی و ،درآن

  است.

ذار های نازک اکسید روی دارای گبا توجه به اینکه فیلم

بصورت زیر به انرژی باند  اپتیکی مستقیم هستند،

 :[9] شودنسبت داده می gEاپتیکی

 

   (1      )                            )()( 2

gEhh   

 

 

 

gE 0بوسیله برون یابی بخش خط مستقیمh  تعیین

الکترون ولت بدست  gE،272/3ینجا مقداردرا .شودمی

 آمده است.

 

 
 ی: طیف تراگسیل اپتیکی بدست آمده از فیلم نازک اکسید رو2شکل

 

 
 Egبرای تعیین hνبرحسب (ahn)2منحنی تغییرات :3شکل

 
 

ب ریب شکست فیلم تهیه شده را بر حستغییرات ضنمودار  

دید. مقدار ضریب شکست  4توان در شکلطول موج می

تا  93/1از  ،نانومتر 800تا  300فیلم با افزایش طول موج از 

 یابد.میکاهش  44/1
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 تغییرات ضریب شکست فیلم مورد مطالعه برحسب طول موج :4شکل

     

یر صاوفاده از تبا است ،فیلم نازک مورد مطالعه شناسیریخت

 سطح میکروسکوپی الکترونی مطالعه شده است.های بررسی

ر د ،گراددرجه سانتی 400تهیه شده در دمای  مقطع فیلم

  .ستقابل مشاهده ا  5شکل 

به  ساختار فیلم ،گرادسانتی درجه 400با افزایش دما تا 

لم فی ،زیرا با افزایش دما شده است،پلیمری تبدیل حالت 

-دهش های موجود پرتیجه برخی از حفرهو در ن متراکم شده

 .اند

ایش افزکه با توان بدین صورت توجیه کرد این امر را می 

ر تر شده و فشاها چگالیدهفیلم دمای عملیات گرمایش،

فره تن حعث از بین رفها افزایش یافته و باوارده بر سطح آن

 شود.میهای اولیه 

 

 
 رادگدرجه سانتی 400شده در دمای : سطح مقطع فیلم نازک تهیه5شکل

 
 

 گیرینتیجه
ازک های نبرای پوشش فیلم مناسبروش یک  ،لژ -سل

های مختلف جایگاه مناسبی در بین روش دارایکه  است

 . باشدمی لایه نشانی

 طه خواص فیزیکی خوب،فیلم های نازک اکسید روی بواس

 ورتصه ب ،تهیههای مختلف  نیکائین تولید و تکپ هزینه

  گیرند.گسترده مورد استفاده قرار می

وشش پای های شیشه بر روی زیرلایهها  فیلمدر این تحقیق، 

 پراش سنجی اشعه ایکس، هایوسیله روشه داده شده و ب

های رئی و بررسیم -بیناب نمائی نوری فرابنفش

ج تایاند. نمیکروسکوپی الکترونی مورد مطالعه قرار گرفته

ر یک ساختا دارای ،های تهیه شدهمفیل کنند کهبیان می

ژی مقدار انر دارند.درصد  85عبوری بالای  آمورف بوده و

الکترون ولت است.  272/3 گاف نواری فیلم تهیه شده،

کست نیز با افزایش طول موج، مقدار عددی ضریب ش

ش نین با افزایش دمای عملیات گرمایچیابد. همکاهش می

 .شودمی فیلم ها متراکم تر اد، ساختارگردرجه سانتی 500تا 
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